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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月14日(2012.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路と電気的に接続された信号線と、
　前記信号線と第１の電源線との間に設けられた第１のダイオード、及び前記第１のダイ
オードと並列に設けられた第２のダイオードと、
　前記第１の電源線と第２の電源線との間に設けられた第３のダイオードとを有し、
　前記第１のダイオードは、トランジスタをダイオード接続することによって形成された
ダイオードであり、前記第２のダイオードはＰＩＮ接合又はＰＮ接合を有するダイオード
であることを特徴とする保護回路。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１のダイオードを構成するトランジスタは、前記回路が有する少なくとも一のト
ランジスタと同時に形成されたトランジスタであることを特徴とする保護回路。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記第２のダイオードは、半導体層にＰ型を付与する不純物と、Ｎ型を付与する不純物
とが添加されることによって前記ＰＩＮ接合又は前記ＰＮ接合が形成された横接合ダイオ
ードであり、前記半導体層は、前記トランジスタが有する半導体層と同一の工程を経て形
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成された半導体層であることを特徴とする保護回路。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記信号線が前記回路と電気的に接続されている経路のいずれかに直列に設けられた抵
抗を有することを特徴とする保護回路。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一に記載の保護回路を、少なくとも一の信号線に設け
たことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体装置を具備したことを特徴とする光電変換装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の半導体装置、又は請求項６に記載の光電変換装置を具備したことを特
徴とする電子機器。
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